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(57) Abstract: The invention relates to a method for actuating a semiconductor power circuit breaker, by which means the resistance 
of the breaker gap (E-A) of the semiconductor power circuit breaker is controlled by a control voltage (Vst) in such a way that the 
chip temperature (Tlist, T2ist) of the power circuit breaker (SI, S2) does not exceed a pre-determined nominal value (Tsoll). When 
the nominal temperature (Tsoll) is reached, the resistance of the breaker gap (E-A) is increased. The invention also relates to a device 
for canrying out said method, said device using a transfer gate (TG) controlled by a charge pump (LP) as a semiconductor power 
circuit breaker. Commercially available transistors comprising integrated temperature sensors are used in the transfer gate (TG) as 
semiconductor power circuit breakers. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Betatigung eines Halbleiter-Leistungsschalters, mittels welchem der Widerstand der Schalt- 
strecke (E-A) des Halbleiter-Leistungsschalters mit einer Steuerspannung (Vst) so gesteuert wird, dass die Chiptemperatur (Tlist, 
T2ist) des Leistungsschalters (SI, S2) einen vorgegebenen Sollwert (Tsoll) nicht tibersteigt, wobei bei Eireichen der Solltempe- 
ratur (Tsoll) der Widerstand der Schaltstrecke (E-A) erhdht wild. Eine Vorrichtung zur DurchfUhrung dieses Verfahrcns verwendet 
als Halbleiter-Leistongsschalter ein Transfer-Gate (TG), welches von einer Ladungspumpe (LP) angesteuert wird, wobei im Trans- 
fer-Gate (TG) als Halbleiter-Leistungsschalter handelsUbliche Transistoren mit integrierten Temperatursensoren verwendet werden. 
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Beschreibung 

Verfahren und Vorrichtimg zur Betatigung eines Leistungs- 
schalters . 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Betatigung eines 
Leistungsschalters nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, ins- 
besondere eines zwischen zwei Energiespeichern angeordneten 
Halbleiter-Leistungsschalters in einem mit einem Integrierten 
Starter-Generator ausgertisteten Kraf tf ahrzeug-Bordnetz . Sie 
betrifft auch eine Vorrichtung zur Durchftihrung dieses Ver- 
f ahrens nach Anspruch 2 . 

Im einem Kraftf ahrzeug-Bordnetz mit ISG sind Schaltvorgange 
zwischen Energiespeichern - Akkumulatoren verschiedener Nenn- 
spannungen und Kondensatoren (Zwischenkreiskondensatoren, 
Doppelschichtkondensatoren) - tiber Umrichter oder Schaltreg- 
ler mittels Leistungsschaltern erforderlich, die mittels der 
Befehle eines SteuergerSLts durchgefUhrt werden. 

Bedingung dabei ist, dass vor dem Offnen eines Schalters der 
durch ihn flieBende Schalterstrom auf OA gebracht wird, und 
dass vor dem SchlieBen eines Schalters die zwischen seinen 
Schaltkontakten liegende Schalterspannung auf OV gebracht 
wird, damit der Schalter leistungsf rei betatigt werden kann. 

Ein Schalterstrom OA kann beispielsweise durch Abschalten von 
AC/DC-Umrichter oder DC/DC-Schaltregler erfolgen und stellt 
in der Praxis kein Problem dar. 

Die Regelung auf OV Schalterspannung, d.h., keine Potential- 
differenz zwischen den Polen des (geSffneten = nicht leiten- 
den) Schalters / erfolgt in der Kegel durch gezieltes Umladen 
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eines der Energiespeicher, beispielsweise eines Zwischen- 
kreiskondensators^ da dieser in der Kegel der kleinere der 
Energiespeicher ist. Diese Regelung kann auch prinzipiell 
durch einen Umrichter oder einen zwischen diesem und dem 
Bordnetz befindlichen Schaltregler erfolgen, 

Der Zwischenkreiskondensator hat beispielsweise eine Kapazi- 
tat von mehreren lO.OOOuF^ der Doppelschichtkondensator bei- 
spielsweise eine Kapazitat von 200F/ die Akkumulatoren eine 
Kapazitat von mehreren Ah. Die auszugleichende Schalterspan- 
nung kann bis zu 60V betragen. 



Bedingt durch das ungtinstige Verhaitnis von Leistungsf Shig- 
keit von Umrichter (z.B. 6kW) oder Schaltregler (z.B. Ikl^J) zu 
der far den Ladungsausgleich (bis 40 Joule) erf orderlichen 
Energie sind dem Spannungsausgleich jedoch in der Praxis enge 
Grenzen gesetzt. 



Werden nun beispielsweise aus GrUnden der Zuveriassigkeit und 
des Platzbedarfs als Schalter Halbleiterschalter eingesetzt, 
so reicht die so erzielbare Genauigkeit des Spannungsaus- 
gleichs nicht aus. 



Im normalen Betrieb auftretende Strfime und Leistungen erfor- 
dern die Verwendung von Bauelementen (Kondensatoren, Schal- 
tern) mit sehr kleinen WiderstSnden. Entsprechend hoch fallen 
bei vorhandenen Spannungsdif f erenzen die Ausgleichsstrome 
tiber dem zu schlieJienden Schalter aus. Im Extremfall fiihrt 
dies zur Zerstorung der Halbleiter. 

Eine Begrenzung des durch den Schalter flieUenden Ausgleichs- 
stromes auf einen ungef ahrlichen Wert setzt eine Strommessung 
voraus, die bei der Hohe der auftretenden StrOme einen kos- 
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tenintensiven Stromsensor erfordert. Aufierdem kann der Aus- 
gleichsvorgang nicht zeitoptimiert verlaufen^ da bei grofler 
Schalterspannung die Ver lust lei stung im Schalter hoch ist, 
was eine weitere mSgliche Begrenzung darstellt, 

Es ist Aufgabe der Erfindiing/ ein Verfahren und eine entspre- 
chende Vorrichtung zur Betatigung eines Halbleiter-Leistungs- 
schalters zu schaffen, die ohne kostenintensiven Stromsensor 
auskommt und bei welcher der Einschaltvorgang und der Ein- 
schaltzustand so geregelt werden^ dass auch bei groBer Span- 
nungsdif f erenz am Schalter eine Beschadigung der Transistoren 
ausgeschlossen ist. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaii durch ein Verfahren gemafi 
den Merkmalen von Anspruch 1 und eine Vorrichtung gemaB den 
Merkmalen des Anspruchs 2 gelost. 

Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schalten eines 
Halbleiterleistungsschalters vorgeschlagen, die sich dadurch 
auszeichnen, dass der Widerstand der Schaltstrecke des Halb- 
leiterleistungsschalters so geregelt wird, dass die Chiptem- 
peratur des Halbleiter-Leistungsschalter eine vorgegebene 
Solltemperatur nicht tlbersteigt, hierbei wird bei Erreichen 
der vorgegebenen Solltemperatur der Widerstand der Schalt- 
strecke des Halbleiter-Leistungsschalters erhoht, wodurch zum 
einen die Verlustleistung sinkt und zum anderen auch bedingt 
durch die reduzierte Verlustleistung die Chiptemperatur ab- 
niramt . 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteran- 
sprUchen zu entnehmen. 
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Das erf indungsgemafie Verfahren iimfasst die technische Lehre, 
den Widerstand der Schaltstrecke des Halbleiter-Leistungs- 
schalters mittels einer Steuerspannxang so zu steuern/ dass 
die Temperatur in des Leistungsschalters (Chipteiaperatur) ei- 
nen vorgegebenen Wert nicht tibersteigt bzw. auf einen Kon- 
stantwert geregelt wird, wobei die RegelgrSBe als Steuersig- 
nal zur Erzeugung der Steuerspannung dient. 

Bel einer Vorrichtung zur Durchftlhrung dieses Verfahrens ist 
vorgesehen, den Schalter als Transfer-Gate mit speziellen 
Halbleiter-Transistoren auszubilden, in welche Dioden zur Er- 
fassung der Chiptemperaturen integriert sind, und mittels ei- 
ner Ladungspxampe so anzusteuern, dass die Chipteiaperatur der 
Transistoren geregelt und auf einen vorgegebenen Sollwert be- 
grenzt werden kann. 

Vorteilhafterweise liegt die vorgegebene Soil temperatur im 
Bereich der Betriebstemperatur des Leistungshalbleiters . Da- 
durch wird zum einen verhindert, dass der Leistungsschalter 
oberhalb seiner zuiassigen Betriebstemperatur betrieben wird 
und zum anderen bedingt durch einen solchen Betrieb die Le- 
bensdauer des Leistungshalbleiters reduziert wird. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteran- 
sprtichen zu entnehmen. 

Ein AusfOhrungsbeispiel nach der Erfindung wird nachstehend 
anhand einer schematischen Zeichnung naher erlautert. In der 
Zeichnung zeigen: 

Figur 1 ein Prinzipschaltbild eines 14V/42V-Kraf tf ahrzeug- 
Bordnetzes, 

Figur 2 ein Prinzipschaltbild eines als Transfer-Gate ausge 
bildeten Halbleiter-LeistungsschalterS/ 
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Figur 3 die Schaltiing eines mittels einer Ladungspumpe an- 

steuerbaren Transfer-Gates, 
Figur 4 eine Temperaturerf assungseinheit mit Sollvergleich 

und logischer Verkntipfung. 

Figur 1 zeigt ein Prinzipschaltbild eines 14V/42V-Kraftf ahr- 
zeug-Bordnetzes mit einem mit einer nicht dargestellten 
Brennkraftmaschine gekoppelten integrierten Starter-Generator 
ISG, anhand dessen die Erfindung, naher erlSutert wird. 

Dieser ISG ist iiber einen bidirektionalen AC/DC-Wandler AC/DC 

a) direkt mit einem Zwischenkreiskondensator Cl, 

b) tiber einen Leistungsschalter S2 mit einem Doppelschicht- 
kondensator DLC, 

c) Uber einen Leistungsschalter SI mit einem 36V-Akkumulator 
B36 und einem 42V-Bordnetz, und 

d) Uber einen bidirektionalen DC/DC-Wandler DC/DC mit einem 
12V-Akkumulator B12 und einem 14V-Bordnetz N14 

verbunden. 

Erf indungsgemae soil gemSfi eines nicht naher eriauterten Pro- 
gramms jeder Leistungsschalter (Si und S2) als Transfer-Gate 
ausgebildet sein und mittels der Befehle eines nicht darge- 
stellten Steuergerats von einer Ladungspumpe angesteuert wer- 
den. 

Figur 2 zeigt ein Prinzipschaltbild fUr einen als Transfer- 
Gate TG ausgefUhrten Schalter, beispielsweise fUr den Schal- 
ter S2,der zwischen dem Zwischenkreiskondensator CI und dem 
Doppelschichtkondensator DLC angeordnet ist. Falls weitere 
als Transfer-Gate ausgebildete Schalter erforderlich sind, so 
sind diese identisch ausgebildet • 
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Das Transfer-Gate TG besteht ans zwei in Reihe geschalteten 
MOSFET-Transistoren Ql und Q2, deren Sourceanschltisse s und 
Gateanschltisse g jeweils miteinander verbunden sind. Die 
Drainanschltlsse d dienen als Eingang E oder Ausgang A des 
Schalters . 

Da im Bordnetz die Spannungsdif f erenzen iind Stromrichtungen 
am Schalter beliebiges Vorzeichen bzw. beliebige Richtiing ha- 
ben kOnnen^ ist die Verwendung von zwei in Reihe geschalteten 
Transistoren bzw. Transistorgruppen erf orderlich, von denen 
im Sperrzustand des Leistungsschalters jeweils wenigstens ei- 
ner sperrt. Eine derartige Anordnung ist als Transfer-Gate 
bekannt/ welche die eigentliche Schaltf unktion ausUbt. 

Die Ansteuerung eines solchen als Transfer-Gate ausgebildeten 
Schalters erfolgt durch Anlegen einer Steuerspannung zwischen 
Source- und Gateanschlufi • Zum Abbau dieser Steuerspannung ist 
ein in Figur 2 nicht naher bezeichneter Widerstand zwischen 
Gate- und SourceanschliiB vorgesehen. 

Erf indungsgemciB ist vorgesehen, wie in Figur 2 angedeutet, im 
Transfer-Gate TG als Halbleiter Ql und Q2 handelsUbliche 
Transistoren mit integrierten Temperatursensoren (DIA, DIB, 
D2A und D2B) einzusetzen, die beispielsweise aus ^Philips Se- 
miconductors Product Specification, Power MOS transistor Vol- 
tage clamped logic level FET with temperature sensing diodes, 
BUK9120-48TC, February 1998^ bekannt sind, Herstellerseitig 
sind zur Erfassung der Chiptemperaturen pro PowerMOSFET zwei 
antiparallele Dioden integriert, bei dem erf indungsgemaBen 
AusfUhrungsbeispiel wird jedoch nur jeweils eine Diode pro 
PowerMOSFET Ql, Q2 verwendet. 

In Figur 3 ist die Schaltung des mittels einer Ladungspxampe 
ansteuerbaren, als Transfer-Gate ausgebildeten Schalters S2, 
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der zwischen Zwischenkreiskondensator CI und Doppelschicht- 
kondensator DLC angeordnet ist^ noch einmal, jedoch ohne die 
integrierten Temperatursensoren, dargestellt. ZusStzlich 
kann, mittels eines Signals Dis tlber einen weiteren, im 
Transfer-Gate angeordneten Transistor Q3 (und einen externen 
Transistor Q4) die Steuerspannung kurzgeschlossen werden, um 
das Transfer-Gate rasch zu Offnen (nichtleitend zu steuern) . 

Die an sich bekannte Ladungspumpe LP (Kondensator en C2 bis C5 
und Dioden D3 bis D5) baut eine Steuerspannung Vst zwischen 
Source- und GateanschluB s, g des Transfer-Gates (Schalter 2) 
auf. Sie wird von einem Gatteroszillator (logische Schaltele- 
mente Ul bis U4) mit Enablefunktion versorgt. So kann der Os- 
zillator und mit ihm die Ladungspumpe LP durch ein logisches 
Steuersignal En (enable) ein- und ausgeschaltet werden. Die 
Erzeugung des Steuersignals En wird welter unten erklart. 

Durch Einschalten der Ladungspiampe LP mittels des Signals En 
(En = High) wird zwischen Source- xmd Gateanschlufi S/ g eine 
positive Steuerspannung Vst aufgebaut, wodurch Schalter S2 
(Transfer-Gate) entsprechend lei tend wird. Nach dem Abschal- 
ten des Signals En (En = Low) wird diese Spannung tlber den 
Entladewiderstand Rl abgebaut, wodurch Schalter S2 wieder 
nichtleitend wird. Das Ein- und Ausschalten erfolgt zeitlich 
kontrolliert/ d.h., durch gezieltes Ein- und Ausschalten der 
Ladungspumpe kann das Transfer-Gate in einem analogen Lei- 
tungszustand gehalten werden. 

Figur 4 zeigt die erf indungsgemSUe Schaltung zur Erfassung 
der Chiptemperaturen der Transistoren Ql und Q2 des Transfer- 
Gates TG mit Sollvergleich und logischer Signal-Verknupfung. 
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Diese Temperatur-Erf assungseinheit besteht ftlr jeden Transis- 
tor Ql, Q2 aus einer an den Polen einer Spannungsquelle (die 
eine bereits vorhandene 5V-Versorgung sein kann) liegenden 
Reihenschaltung aus einem Widerstand R7^ R8 und der tempera- 
tursensitiven Diode DTI, DT2 (welche der Diode DIB, D2B in 
Figur 2 entspricht) , wodurch ein Arbeitsstrom von beispiels- 
weise ImA durch die Dioden DTI, DT2 flieBt. 

Der Verbindungspunkt zwischen Widerstand R7 und Diode DTI, 
bzw. Widerstand R8 und Diode DT2 ist jeweils mit dem nichtin- 
vertierenden Eingang eines Komparators Kl bzw. K2 verbunden, 
an dessen invertierenden Eingang eine einer Solltemperatur 
Tsoll zugeordnete Sollspannung VTsoll liegt. Die AusgSnge der 
beiden Komparatoren Kl, K2 sind mit den Eingangen eines ers- 
ten Logik-Gliedes NAND verbunden, dessen Ausgang mit einem 
Eingang eines zweiten Logik-Gliedes NOR verbunden ist, dessen 
anderem Eingang ein ON/OFF-Signal zugefUhrt wird, auf welches 
weiter unten eingegangen wird. Am Ausgang des zweiten Logik- 
Gliedes NOR erscheint das Steuersignal En, welches dem Gat- 
teroszillator der Ladungspiompe LP zugeftlhrt wird. 
Die Dioden DTI, DT2 zur Erfassung der Chip temper a tur en haben 
einen negativen Temperaturkoef f izienten, d.h., bei steigender 
Chiptemperatur sinkt die Flussspannung mit ca. 1.6mV/°C mono- 
ton ab. Der Wert der Flussspannung bei 25®C betrSgt bei- 
spielsweise 660mV. 

Bedingt durch den Aufbau des Transfer-Gates wird jeweils ein 
Transistor verpolt betrieben (Drain-Source-Spannung) , wohin- 
gegen der andere den wesentlichen Teil der Schalterspannung 
tragt. Entsprechend unterschiedlich entwickeln sich auch die 
Chiptemperaturen wShrend eines Einschaltvorgangs . Es ist also 
erforderlich, die Tempera turen der Transistoren Ql, Q2 ge- 
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trennt zu erfassen und die Regelung an der jeweils hOheren 
Temperatur auszurichten. 

Den nachstehenden Tabellen ist folgendes zu entnehmen (wobei 
High = H und Low = L; ein unterstrichenes Bezugszeichen be- 
deutet^ dass das Signal an dessen Ausgang gemeint ist) : 
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Tabelle A: Solange die von der jeweiligen Chiptemperatur 

Tlist/ T2ist erzeugte Diodenspannung VTlist/ VT2ist grOBer 
als ein vorgegebener, einer erhShten, aber zulassigen 
Chiptemperatur Tsoll zugeordneter Spannungs-Sollwert 
VTsoll ist/ liegt der Ausgang des zugeordneten Komparators 
K1,K2 auf High-Signal. 

Tabelle B: Sobald die der jeweiligen Chiptemperatur Tlist ^ 
T2ist zugeordnete Diodenspannung VTlist, VT2ist den vorge- 
gebenen Spannungs-Sollwert VTsoll unterschreitet , geht der 
Ausgang des zugeordneten Komparators Kl, K2 auf Low-Signal 
und springt das Ausgangssignal des ersten Logik-Gliedes 
NAND auf High-Signal. 

Tabelle C: Geht das Ausgangssignal des ersten Logik-Gliedes 
NAND auf High-Signal, so springt das Ausgangssignal des 
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ihm folgenden zweiten Logik-Gliedes NOR (Steuersignal En) 
auf Low-Signal/ wodurch die Ladungspumpe LP stoppt und das 
Transfer-Gate nichtleitender wird, 

Aus Figur 4 und Tabelle C ist ein Signal ON/OFF entnehmbar. 
Dieses bereits erwShnte Signal ist ein Befehl des nicht dar- 
gestellten Steuergerats. Es ist immer dann ON = Low, wenn der 
zugehOrige Schalter Si, S2 leitend sein soli/ und ist OFF - 
High, wenn dieser Schalter nichtleitend sein soli. 

Dieses Signal ON/OFF ist identisch mit dem Signal Dis in Fi- 
gur 3, welches den Schalter SI, S2 durch Kurzschlieflen der 
Gate-Source-Strecke rasch nichtleitend steuert und in diesem 
Betriebszustand halt, solange es OFF = High ist. 

Aus Tabelle C ist also ersichtlich, dass die Ladungspumpe LP 
den Schalter nur dann leitend steuern kann, wenn einerseits 
das Steuergerat dazu die Erlaubnis gibt (ON = Dis = Low) und 
wenn andererseits das Aus gangs signal des Erste Logik-Gliedes 
NAND durch seinen Low-Zustand signalisiert, dass keine Chip- 
temperatur den Sollwert Uberschritten hat. Dann geht das Aus- 
gangssignal En des zweiten Logik-Gliedes NOR auf High-Level 
und der nachfolgende Gatter-Oszillator (Ul bis U4, Figur 3) 
erzeugt eine steigende Gatespannung fUr das Transfer-Gate Ql, 
Q2, welches zusehends starker leitet. Dadurch steigt der 
Strom durch Ql, Q2 und damit auch die Verlustleistung und die 
Chiptemperatur, woraufhin die Flussspannung der temperatur- 
sensitiven Dioden DTI und DT2 sinkt. Dies geht solange, bis 
VTlist Oder VT2ist den Wert VTsoll unterschreitet . Steuersig- 
nal En geht auf Low und der Oszillator stoppt. Die Ladungs- 
pumpe LP liefert keine Gatespannung = Steuerspannung Vst 
mehr, und durch den Wider stand Rl entladt sich Kondensator 
Cl/ wodurch die Gatespannung langsam abfailt. Das Transfer- 
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Gate wird nichtleitender, die Verlustleistungen der Transis- 
toren Ql und Q2 sinken und damit auch die Chiptemperaturen, 
woraufhin die Flussspannungen der Dioden DTI und DT2 wieder 
steigen und der Vorgang von neuem beginnt. 

Insgesamt ist damit ein Zweipunktregler entstanden, dessen 
Oszillatorfrequenz und -amplitude von den Verz5gerungszeiten 
der Regelelemente abhangen. 
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Patentansprtiche 

!• Verfahren zum Schalten eines Halbleiter-Leistiingsschal- 
ters (SI, S2) , 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Widerstand der Schaltstrecke (E-A) des Halbleiter- 
Leistungsschalters (SI, 82) tiber einen Steuereingang (s, g) 
mittels einer Steuerspannung (Vst) und/oder eines Steuer- 
stroms abhangig von der Chiptemperatur (Tlist, T2ist) so ge- 
regelt ward, dass die Chiptemperatur (Tlist, T2ist) des Leis- 
tungsschalters (SI, S2) eine vorgegebene Solltemperatur 
(Tsoll) nicht iibersteigt, wobei bei Erreichen der • Solltempe- 
ratur (Tsoll) der Widerstand der Schaltstrecke (E-A) erhSht 
wird. 

2 • Vorrichtung zur Durchf Uhrung des Verf ahrens nach Anspruch 
1, insbesondere zum Schalten eines zwischen zwei Energiespei- 
chern (CI, DLC, B36) angeordneten Halbleiter-Leis- 
tungsschalters (SI, S2) in einem mit einem Integrierten- 
Starter-Generator (ISG) ausgertisteten Kraf tf ahrzeug-Bordnetz, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der mittels einer Steuerspannung Vst leitend oder nicht- 
leitend steuerbare Leistungsschalter (SI, S2) als Trans- 
fer-Gate (TG) ausgebildet ist, 

welches zwei in Reihe geschaltete Transistoren (Ql, Q2) 
Oder Transistorgruppen aufweist, von denen im Sperrzustand 
des Leistungsschalters (SI, S2) jeweils wenigstens eine/r 
sperrt, und 

in welchem jedem Transistor (Ql, Q2) oder jeder Transis- 
tor gruppe wenigstens eine Diode (DTI, DT2) zur Erf as sung 
der Chiptemperatur (Tlist, T2ist) zugeordnet ist. 
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dass eine Ladungspumpe (LP) z\am Erzeugen der steuerspannung 
(Vst) vorgesehen ist, mittels welcher die Transistoren 
(Qlf Q2) des Leistungsschalters (SI, S2) jeweils nur so- 
weit leitend gesteuert warden, dass die Chiptemperatur 
(Tlist, T2ist) jedes Transistors (Ql, Q2) des Leistungs- 
schalters (SI, S2) eine vorgegebene Solltemperatur (Tsoll) 
nicht tlbersteigt, und 

dass eine Temperatur-Erf assungseinheit vorgesehen ist, in 
welcher der Vergleich der Chiptemperaturen mit dem Soli- 
wert durchgeftlhrt wird, und welche ein diesem Vergleich 
zugeordnetes Steuersignal (En) ftir die Ladungspumpe (LP) 
liefert, wobei bei Erreichen der Solltemperatur (Tsoll) 
der Widerstand der Schaltstrecke (E-A) erhoht wird. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
dem Transfer-Gate (SI, S2, TG) ein Transistor (Q3) zugeordnet 
ist, 

dessen Kollektor-Emitterstrecke zwischen den miteinander ver- 
bundenen Gateanschltissen (g) und den miteinander verbunde- 
nen Sourceanschltlssen (s) der zwei in Reihe geschalteten 
Transistoren (Ql, Q2) oder Transistorgruppen angeordnet 
ist, und 

welcher mittels eines externen Signals (Dis) in den Leitzu- 
stand versetzbar ist, um das Transfer-Gate (TG) rasch 
nichtleitend zu steuern. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich- 
net, 

dass die Temperatur-Erf assungseinheit wenigstens eine ftir je- 
den Transistor (Ql, Q2) oder jede Trans is torgruppe an den 
Polen (+5V, GND) einer Spannungsquelle liegende Reihen- 
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schaltung aus der ihm zugeordneten Diode (DTI, DT2) und 
elnem Widerstand (R7/ R8) aufweist, 

dass der Verbindungspunkt zwischen Widerstand (R7, R8) und 
Diode (DTI, DT2), an welchem eine der Chiptemperatur 
(Tlist, T2ist) zugeordnete Spanniing (VTlist, VT2ist) 
abgreifbar ist, jeweils mit einem Eingang eines Kompara- 
tors (Kl, K2) verbunden ist, 

dass an einem anderen Eingang des Komparators (Kl, K2) eine 
der vorgegebenen Solltemperatur (Tsoll) zugeordnete Soll- 
spannung (VTsoll) angelegt ist, 

dass der Komparator (Kl, K2) den Vergleich der der Chiptempe- 
ratur (Tlist, T2ist) zugeordneten Spannung (VTlist, 
VT2ist) mit der der vorgegebenen Solltemperatur (Tsoll) 
zugeordneten Sollspannung (VTsoll) durchfUhrt, 

dass die Ausgange aller Komparatoren (Kl, K2) mit den EingSn- 
gen eines ersten Logik-Gliedes (NAND) verbunden sind, 

dass der Ausgang des ersten Logik -Gliedes (NAND) mit einem 
Eingang eines zweiten Logik-Gliedes (NOR) verbunden ist, 
dessen anderem Eingang ein ON/OFF-Signal (Dis) zugeftlhrt 
wird, und 

dass das Ausgangssignal des zweiten Logik-Gliedes (NOR) dem 
Gatteroszillator (Ul bis U4) der Ladungspximpe (LP) als 
Steuer signal (En) zugeftlhrt wird. 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for actuating a semiconductor power circuit breaker, by which means the resistance 
of the breaker gap (E-A) of the semiconductor power circuit breaker is controlled by a control voltage (Vst) in such a way that the 
chip temperature (Tlist, T2ist) of the power circuit breaker (SI, S2) does not exceed a pre-determined nominal value (Tsoll). When 
the nominal temperature (Tsoll) is reached, the resistance of the breaker gap (E-A) is increased. The invention also relates to a device 
for carrying out said method, said device using a transfer gate (TG) controlled by a charge pump (LP) as a semiconductor power 
circuit breaker. Conmiercially available transistors comprising integrated temperature sensors are used in the transfer gate (TG) as 
semiconductor power circuit breakers. 
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(57) Zusammenfassung: VerfahrenzurBetatigungeinesHalbleiter-Leistungsschalters, mittels welchemderWiderstandderSchalt- 
strecke (E-A) des Halbleiter-Leistungsschalters mit einer Steuerspannung (Vst) so gesteuert wird, dass die Chiptemperatur (Tlist. 
T2ist) des Leistungsschalters (SI, S2) einen voigegebenen Sollwert (TsoU) nicht ttbersteigt, wobei bei Erreichen der Solltempe- 
ratur (Tsoll) der Widerstand der Schaltstrecke (E-A) erhOht wird. Eine Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses Verfahrens vcrwendet 
als Halbleiter-Leistungsschalter ein Transfer-Gate (TG), welches von einer Ladungspumpe (LP) angesteuert wird, wobei im Trans- 
fer-Gate (TG) als Halbleiter-Leistungsschalter handelsUbliche Transistoren mit integrierten Temperatursensoren verwendet werden. 
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